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(∆Uîòñ=0,85 B ïðè Ò=300 Ê). Ðàçáðîñ ïðÿìîãî ïàäå-
íèÿ íàïðÿæåíèÿ äèîäîâ â ìàòðèöå â îñíîâíîì îáóñ-
ëîâëåí ðàçáðîñîì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
áàçû, ìîäóëèðîâàííîãî áëàãîäàðÿ èíæåêöèè íåîñíîâ-
íûõ íîñèòåëåé â n-Si.

Ïðåäëîæåííûå êîíñòðóêöèè è òåõíîëîãèÿ èçãîòîâ-
ëåíèÿ ÄÌ ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ÷èñëî
ýëåìåíòîâ íà åäèíèöó ïëîùàäè ïðè èäåíòè÷íûõ ïà-
ðàìåòðàõ ïðÿìîãî ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïðè ôèêñèðî-
âàííîì Iïð.

* * *
Òàêèì îáðàçîì, èññëåäîâàíèå íåñòàöèîíàðíûõ

ýëåêòðîííûõ ïðîöåññîâ â áàðüåðíûõ ñòðóêòóðàõ ïî-
êàçàëî, ÷òî ñîñòîÿíèå ýëåêòðè÷åñêè àêòèâíûõ öåíò-
ðîâ íèêåëÿ â êðåìíèè óñòîé÷èâî âî âðåìåíè ïðè òåð-
ìîîáðàáîòêå íèæå 200°C. Íà÷èíàÿ ñ 300°Ñ íàáëþäà-
åòñÿ îòæèã ýòèõ öåíòðîâ. Ïàðàìåòðû è êîíöåíòðàöèÿ
óðîâíåé Ni â Si â ïðîöåññå γ-îáëó÷åíèÿ â èíòåðâàëå
äîç äî 2·1018 êâ·ñì�2 íå èçìåíÿþòñÿ, è ïðèñóòñòâèå
îòíîñèòåëüíî ìàëîãî êîëè÷åñòâà ìåæäîóçåëüíûõ àòî-
ìîâ íèêåëÿ íå âëèÿåò íà ñêîðîñòü ðàäèàöèîííîãî
äåôåêòîîáðàçîâàíèÿ.

Ïðåäëîæåíû ñïîñîáû èçãîòîâëåíèÿ ïîëóïðîâîä-
íèêîâîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ, ÿ÷åéêè ïàìÿòè è äèîäíîé
ìàòðèöû ñ èäåíòè÷íûìè ïàðàìåòðàìè (ïî Uïð) íà îñ-
íîâå Al�SiÎ2�ïSi�M-ñòðóêòóðû.
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èíòåãðèðóþùèõ ñôåð. Ýòîò èçëó÷àòåëü îáëàäàåò
ïðåèìóùåñòâàìè èíòåãðèðóþùåé ñôåðû, íî ëèøåí
äâóõ åå ïðèíöèïèàëüíûõ íåäîñòàòêîâ � ìàëîãî äè-
íàìè÷åñêîãî äèàïàçîíà è ìàëîé ìàêñèìàëüíîé ÿðêî-
ñòè.

Ðàçðàáîòàíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü è ïðîâåäåíî
ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå òàêîãî èçëó÷àòåëÿ.
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïðåäëîæåí-
íûé èçëó÷àòåëü ñîîòâåòñòâóåò òåõíè÷åñêèì òðåáîâà-
íèÿì äëÿ èçìåðåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ñî-
âðåìåííûõ è ïåðñïåêòèâíûõ öèôðîâûõ îïòèêî-ýëåê-
òðîííûõ ñèñòåì ñ ìàòðè÷íûìè ïðèåìíèêàìè èçëó÷å-
íèÿ: ìàêñèìàëüíàÿ ÿðêîñòü ñîñòàâèëà 3,5·103 Âò/(ñð·ì2),
ïðè ýòîì åå íåðàâíîìåðíîñòü â âûõîäíîì çðà÷êå íå
ïðåâûñèëà 0,2%. Áûë äîñòèãíóò äèàïàçîí èçìåíåíèÿ
ÿðêîñòè áîëåå 106 ïðè íåëèíåéíîñòè 0,5%.
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